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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine inte-
grierte Halbleiterschaltung bestehend aus einer Viel-
zahl von elektronischen Bauelementen in einem
Halbleitersubstrat und ein Verfahren zum Herstellen
derselben.

Stand der Technik

[0002] In integrierten Schaltungen werden die ein-
zelnen elektronischen Bauelemente in der Regel
durch sogenannte Metallisierungsebenen miteinan-
der verbunden. Dies hat den Nachteil, dass die elek-
tronischen Bauelemente nicht getrennt vermessen
werden kénnen. Als Folge davon kann die zu ge-
wahrleistende Lieferqualitat leiden.

Aufgabenstellung

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, eine integrierte Halbleiterschaltung und ein
Verfahren zum Herstellen derselben bereitzustellen,
die eine Funktionsprifung der einzelnen integrierten
elektronischen Bauelemente zulasst.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf durch
eine integrierte Halbleiterschaltung bestehend aus
einer Vielzahl von elektronischen Bauelementen in
einem Halbleitersubstrat geldst, bei der zumindest
zwei elektronische Bauelemente in dem Halbleiter-
substrat galvanisch getrennt sind und diese zumin-
dest zwei elektronischen Bauelemente auf der Halb-
leitersubstratoberflache jeweils mindestens eine An-
schlussflache zur Ausflihrung einer Funktionspri-
fung haben.

[0005] Die Erfindung ermdglicht die getrennte Mes-
sung verschiedener integrierter Bauelemente auf
Scheibenebene. Damit kénnen auch elektronische
Bauelemente integriert werden, deren Qualitatsan-
forderungen diese getrennte Messung erfordern. Ins-
besondere fir Kleinintegration mit wenigen Bauele-
menten kann somit die gewlinschte Zuverlassigkeit
gewabhrleistet werden.

[0006] Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfin-
dungsgemalien Anordnung sieht vor, dass die An-
schlussflachen von benachbarten elektronischen
Bauelementen einen Abstand von weniger als
100 pm haben. Dadurch lassen sich die Anschluss-
flachen in einem spateren Arbeitsschritt galvanisch
mit Mitteln verbinden, die einen maximalen Durch-
messer von 100 um haben. Somit erreicht man einen
akzeptablen Flachenverbrauch auf der Halbleitersub-
stratoberflache.

[0007] In einer besonders vorteilhaften Ausfiih-
rungsform der erfindungsgemaRen Anordnung hat
die integrierte Halbleiterschaltung ein Gehause. Das
Gehause dient als Schutz der integrierten Halbleiter-
schaltung als auch als galvanische Verbindung der
Anschlussflachen.

[0008] Eine Weiterbildung der erfindungsgemalen
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Anordnung ist es, wenn das Gehause mindestens
eine Kontaktinsel hat. Auf diese Art und Weise kann
eine galvanische Verbindung zwischen benachbar-
ten Anschlussflaichen selektiv hergestellt werden.
Somit lassen sich ausgewahlte elektronische Bauele-
mente miteinander galvanisch verbinden.
[0009] Typischerweise weist die Kontaktinsel eine
Flache auf, die zumindest der Summe von der Flache
zweier benachbarter Anschlussflachen plus der LU-
cke zwischen den zwei benachbarten Anschlussfla-
chen entspricht. Dadurch kann eine galvanische Ver-
bindung der gesamten Flache der Anschlussflachen
Uber die Kontaktinsel erreicht werden. Somit verrin-
gert sich der Widerstand der galvanischen Verbin-
dung. Insbesondere bei Flip-Chip-Montage, bei de-
nen die Anschlussflachen nahezu ganzflachig mit
Kontakthlgeln versehen werden, lassen sich da-
durch die Kontakthuigeln mit einem typischen Durch-
messer von 50 pym miteinander verbinden.
[0010] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der erfindungsgemaflien Anordnung liegen der
Kontaktinsel mindestens zwei Anschlussflachen ge-
genlber. Dadurch ist die galvanische Verbindung
zwischen den Anschlussflachen besonders leicht
herzustellen. Vor allem wird somit eine
Flip-Chip-Montage ermdglicht. Dies bringt den Vor-
teil, dass bei dieser Art der galvanischen Verbindung
am Chip keine zusatzlichen Arbeitsschritte notwen-
dig sind.
[0011] In der Regel ist die Kontaktinsel mit den An-
schlussflachen galvanisch verbunden. Somit wird die
volle Funktionsfahigkeit der integrierten Halbleiter-
schaltung hergestellt.
[0012] Eine alternative Ausfiihrungsform der erfin-
dungsgemalien Anordnung sieht vor, dass benach-
barte Anschlussflachen durch ein Drahtende mitein-
ander verbunden sind. Dies ermdglicht eine leicht
herzustellende galvanische Verbindung der benach-
barten Anschlussflachen im Zuge der sogenannten
Draht-Gehause-Montage. Voraussetzung hierfur ist,
dass der Abstand der Anschlussflachen kleiner als
der Durchmesser des Drahtendes ist. Dieser Wert
liegt typischerweise bei 100 pm.
[0013] Die erfindungsgemalie Aufgabe wird auch
durch ein Verfahren zum Herstellen einer integrierten
Halbleiterschaltung mit folgenden Schritten gelost:

— Bereitstellen von mindestens zwei galvanisch

getrennten elektronischen Bauelementen mit je-

weils mindestens einer Anschlussflache auf ei-

nem Halbleitersubstrat sowie

— Ausfiihrung einer Funktionsprifung an den elek-

tronischen Bauelementen.

[0014] Somit lassen sich die Funktionsfahigkeit und
Zuverlassigkeit der einzelnen integrierten elektroni-
schen Bauelemente Uberprifen.

[0015] Eine vorteilhafte Weiterbildung des erfin-
dungsgemalien Verfahrens sieht vor, dass nach der
Funktionsprufung ein Gehause mit einer Kontaktinsel
bereitgestellt wird. Das Gehause mit der Kontaktinsel
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ermdglicht die galvanische Verbindung der elektroni-
schen Bauelemente ohne zusatzliche Arbeitsschritte.
[0016] Eine alternative Ausfuhrungsform des erfin-
dungsgemalien Verfahrens ist es, wenn die elektroni-
schen Bauelemente nach deren Funktionsprifung
galvanisch verbunden werden. Somit wird die volle
Funktionsfahigkeit der integrierten Halbleiterschal-
tung ermoglicht.

[0017] Typischerweise werden auf die Anschlussfla-
chen Kontakthiigel aufgebracht. Durch diese Kon-
takthiigel wird der Herstellungsprozess erheblich ver-
einfacht. Insbesondere lasst sich dadurch die galva-
nische Verbindung der elektronischen Bauelemente
Uber Flip-Chip-Montage erreichen.

[0018] Bevorzugt wird die galvanische Verbindung
Uber die Kontaktinsel hergestellt. Dadurch lassen
sich einzelne elektronische Bauelemente miteinan-
der verbinden und es wird die volle Funktionsfahig-
keit der integrierten Halbleiterschaltung ohne zusatz-
liche Arbeitschritte erreicht.

[0019] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des
erfindungsgemafien Verfahrens sieht vor, dass die
galvanische Verbindung durch das Aufbringen eines
Drahtendes Uber mindestens zwei benachbarte An-
schlussflachen hergestellt wird. Somit erhalt die inte-
grierte Schaltung ihre volle Funktionsfahigkeit.

Ausfihrungsbeispiel

[0020] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
Fig. 1 bis 5 naher dargestellt. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 Parallelschaltung einer Diode und ei-
nes Kondensators;

[0022] Fig.2 schematische Darstellung einer be-
vorzugten Anordnung der Anschlussflachen auf dem
Halbleitersubstrat;

[0023] Fig. 3 Querschnittsdarstellung einer bevor-
zugten Ausfihrung der Anschlussflachen mit aufge-
brachten Kontakthiigeln;

[0024] Fig. 4 Querschnittsdarstellung einer bevor-
zugten Verbindung von Anschlussflachen Uber eine
Kontaktinsel; und

[0025] Fig. 5 Querschnittsdarstellung einer bevor-
zugten Verbindung von Anschlussflachen mit einem
Drahtende.

[0026] Fig. 1 zeigt die Parallelschaltung einer Diode
1 und eines Kondensators 2. Die Diode 1 gewahrleis-
tetin diesem Fall einen ESD-Schutz fiir den Konden-
sator 2. Da die Durchbruchsspannung der Diode 1
unterhalb der des Kondensators 2 liegt, kann bei her-
kdmmlicher Integration dieser Bauelemente der fur
Zuverlassigkeitsaussagen relevante Sperrstrom des
Kondensators in Nahe der Durchbruchsspannung
nicht gemessen werden.

[0027] In Fig. 2 ist eine bevorzugte Anordnung der
Anschlussflachen 4 und 5 auf dem Halbleitersubstrat
3 dargestellt. Die Anschlussflache 4 ist mit einer Dio-
de 1 verbunden und die Anschlussflache 5 ist mit ei-
nem Kondensator 2 verbunden. Beide Anschlussfla-
chen sind nur durch eine maximale 100 ym schmale
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Lucke 12 voneinander getrennt.

[0028] Wie in Fig. 3 gezeigt werden auf die An-
schlussflachen 4 und 5 nach der Funktionsprifung
der elektronischen Bauelemente, in diesem Beispiel
einer Diode 1 und eines Kondensators 2, Kontakthi-
gel 6 aufgebracht. Die Anschlussflachen 4 und 5 lie-
gen auf der Halbleitersubstratoberflache 7.

[0029] In Fig. 4 sind die mit Kontakthiigeln 6 verse-
henen Anschlussflachen 4 und 5 iber eine Kontakt-
insel 8 auf einem Gehause 9 miteinander galvanisch
verbunden. Das Halbleitersubstrat 3 ist dabei auf den
Kopf gestellt.

[0030] In Fig. 5 ist eine alternative Technik einer
galvanischen Verbindung der Anschlussflachen 4
und 5 auf einem Halbleitersubstrat 3 gezeigt. Dabei
wird die schmale Liicke 12 zwischen der Anschluss-
flache 4 und der Anschlussflache 5 mit einem Drah-
tende 10 eines Drahtes 11 Uberbrickt.

Bezugszeichenliste

Diode
Kondensator
Halbleitersubstrat
Anschlussflache
Anschlussflache
Kontakthlgel
Halbleitersubstratoberflache
Kontaktinsel
Gehause
Drahtende

Draht

Licke
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Patentanspriiche

1. Integrierte Halbleiterschaltung bestehend aus
einer Vielzahl von elektronischen Bauelementen in
einem Halbleitersubstrat (3) , dadurch gekenn-
zeichnet,
dass
a) zumindest zwei elektronische Bauelemente in dem
Halbleitersubstrat (3) galvanisch getrennt sind und
b) diese zumindest zwei elektronischen Bauelemente
auf der Halbleitersubstratoberflache (7) jeweils min-
destens eine Anschlussflache (4, 5) zur Ausfiuhrung
einer Funktionsprifung haben.

2. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlussfla-
chen (4, 5) von benachbarten elektronischen Bauele-
menten einen Abstand von weniger als 100 ym ha-
ben.

3. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die integrier-
te Halbleiterschaltung ein Gehause (9) hat.

4. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehause (9)
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mindestens eine Kontaktinsel (8) hat.

5. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktinsel (8)
eine Flache aufweist, die zumindest der Summe von
der Flache zweier benachbarter Anschlussflachen (4,
5) plus der Licke (1) zwischen den zwei benachbar-
ten Anschlussflachen (4, 5) entspricht.

6. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch
4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontakt-
insel (8) mindestens zwei Anschlussflachen (4, 5) ge-
genuber liegen.

7. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem der
Anspriche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kontaktinsel (8) mit den Anschlussflachen (4, 5) gal-
vanisch verbunden ist.

8. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass benachbarte An-
schlussflachen (4, 5) durch ein Drahtende (10) mit-
einander galvanisch verbunden sind.

9. Verfahren zum Herstellen einer integrierten
Halbleiterschaltung mit folgenden Schritten:
a) Bereitstellen von mindestens zwei galvanisch ge-
trennten elektronischen Bauelementen mit jeweils
mindestens einer Anschlussflache (4, 5) auf einem
Halbleitersubstrat (3), sowie
b) Ausflhrung einer Funktionsprifung an den elek-
tronischen Bauelementen,

10. Verfahren zum Herstellen einer integrierten
Halbleiterschaltung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach der Funktionsprifung ein
Gehéause (9) mit einer Kontaktinsel (8) bereitgestellt
wird.

11. Verfahren zum Herstellen einer integrierten
Halbleiterschaltung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektronischen Bauelemente
nach deren Funktionsprifung galvanisch verbunden
werden.

12. Verfahren zum Herstellen einer integrierten
Halbleiterschaltung nach einem der Anspriche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Anschluss-
flachen (4, 5) Kontakthuigel (6) aufgebracht werden.

13. Verfahren zum Herstellen einer integrierten
Halbleiterschaltung nach Anspruch 10 und 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die galvanische Verbin-
dung uber die Kontaktinsel (8) hergestellt wird.

14. Verfahren zum Herstellen einer integrierten
Halbleiterschaltung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die galvanische Verbindung
durch das Aufbringen eines Drahtendes (10) Uber
mindestens zwei benachbarte Anschlussflachen (4,
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5) hergestellt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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